(19) (19 DE 10 2005 056 536 A1 2007.05.31

Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 056 536.0 s1ytce: C23C 16/46 (2006.01)

(22) Anmeldetag: 28.11.2005
(43) Offenlegungstag: 31.05.2007

(71) Anmelder: (56) Fir die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht zu
AIXTRON AG, 52072 Aachen, DE ziehende Druckschriften:
US2005/01 66 848 A1
(74) Vertreter: US2005/01 60 989 A1
H.-J. Rieder und Partner, 42329 Wuppertal US2005/01 06 319 A1
US2004/02 44 695 A1
(72) Erfinder: US 2003/0 89 600 A1
Saywell, Victor, Great Barton, Suffolk, GB; US 6007633A
Kéappeler, Johannes, 52146 Wiirselen, DE; Blows, US 5591269 A
Colin, Gt. Eversden, Cambridgeshire, GB US 5119761A

EP 0777 262 A1
WO 98/23 788 A1
JP 60-184677 A
JP 07-003455A
JP 05-001375A
JP 04-116173 A

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthommen
Rechercheantrag gemaf § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.
(54) Bezeichnung: CVD-Reaktor mit widerstandsbeheiztem Suszeptor

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen
CVD-Reaktor mit einem Gehause (1) und einer in dem Ge-
hause (1) angeordneten Prozesskammer (2), in welche mit-
tels eines Gaseinlassorgans (3) ein oder mehrere Prozess-
gase eingeleitet werden, um auf einem oder mehreren auf
von einem geheizten Suszeptor (4, 5) getragenen Substra-
ten (6) mindestens eine Schicht abzuscheiden. Um einen ] i
CVD-Reaktor mit einem widerstandbeheizten Suszeptor zu e ==
verbessern, wird vorgeschlagen, dass die den Suszeptor = S N

(4, 5) heizende elektrische Widerstandsheizung (7) gegen-
Uber dem Prozessgas in der Prozesskammer gekapselt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen CVD-Reaktor mit
einem Gehause und einer in dem Gehause angeord-
neten Prozesskammer, in welche mittels eines Ga-
seinlassorganes ein oder mehrere Prozessgase ein-
geleitet werden, um auf einem oder mehreren auf von
einem geheizten Suszeptor getragenen Substraten
mindestens eine Schicht abzuscheiden.

[0002] Eine gattungsgemale Vorrichtung zeigen
die DE 102004021578 A1 bzw. die EP 1252363 B1.
Dort werden CVD-Reaktoren beschrieben, bei denen
die Prozesskammer in der Horizontalen liegt. Der Bo-
den der Prozesskammer besitzt einen Suszeptor zur
Aufnahme eines Substrates, welches beschichtet
werden soll. In den zum Stand der Technik gehéren-
den CVD-Reaktoren liegen die Suszeptoren in Ta-
schen eines Suszeptorhalters ein, in denen sie auf ei-
nem Gaspolster gedreht werden kénnen. Auf jedem
der kreisscheibenférmigen Suszeptoren liegt ein
Substrat. Die Suszeptoren verteilen sich in ringférmi-
ger Anordnung um das Zentrum des kreisscheiben-
formigen Suszeptorhalters und liegen unterhalb ei-
nes duschkopfartigen Gaseinlassorganes, durch wel-
ches die Prozessgase in die Prozesskammer einge-
leitet werden. Die die Prozesskammer in Horizontal-
richtung durchstromenden Prozessgase reagieren
an der Oberflache der Substrate schichtbildend mit-
einander. Die Reaktionsprodukte bzw. ein zusammen
mit den Prozessgasen in die Prozesskammer einge-
leitetes Tragergas wird durch einen die Peripherie
der Prozesskammer bildenden Gasauslassring ab-
gesaugt. Dieser ist mit einer Vakuumpumpe verbun-
den. Der Suszeptortrager wird von unten beheizt. In
der Regel erfolgt die Beheizung mit einem Hochfre-
quenzfeld. Es sind aber auch solche CVD-Reaktoren
im Stand der Technik bekannt, bei denen der Suszep-
tor bzw. der Suszeptortrager von unten durch eine
Widerstandsheizung beheizt wird.

[0003] Die Widerstandsheizung besteht im wesent-
lichen aus einem elektrischen Leiter, der derartig mit
Strom durchflossen ist, dass er gluht. Diese dabei
entstehende Warme wird zum Teil Gber Warmelei-
tung, Uberwiegend aber durch Warmestrahlung auf
den Suszeptortrager oder den Suszeptor Ubertragen.
Die Temperaturen, die mit dieser Heizung erzeugt
werden sollen, liegen zwischen 1000 und 1400°C. In
der Praxis bedeutet dies, dass der die Widerstands-
heizung ausbildende Leiter bis zur Weilglut erhitzt
werden muss. Die Hohe Temperatur der Wider-
standsheizung fihrt zum Einen zu einem nicht zu ver-
meidenden Abdampfen des die Heizung bildenden
Metalls und zum Anderen zu unerwiinschten thermi-
schen Reaktionen mit einem Prozessgas, wenn sich
die Widerstandsheizung innerhalb des Reaktorge-
hauses befindet.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
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nen CVD-Reaktor mit widerstandsbeheiztem Sus-
zeptor zu verbessern.

[0005] Gelbst wird die Aufgabe durch die in den An-
sprichen angegebene Erfindung, wobei jeder An-
spruch grundsatzlich eine eigenstandige Losung der
Aufgabe darstellt und jeder Anspruch mit jedem an-
deren Anspruch kombinierbar ist.

[0006] Zun&chst ist vorgesehen, dass die den Sus-
zeptor bzw. den Suszeptorhalter heizende elektri-
sche Widerstandsheizung gegeniiber dem Prozess-
gas in der Prozesskammer gekapselt ist. Die gas-
dichte Kapselung der Widerstandsheizung gegeni-
ber dem Prozessgas in der Prozesskammer hat zur
Folge, dass das Metall, welches zwangslaufig durch
die Erhitzung von der gliihenden Widerstandshei-
zung abdampft, nicht in die Prozesskammer gelan-
gen kann und andererseits die Prozessgase, die in
der Regel thermisch reagieren, nicht zur Wider-
standsheizung kommen koénnen. In einer bevorzug-
ten Ausgestaltung liegt die Widerstandsheizung in-
nerhalb eines Heizungsgehauses, welches eine topf-
férmige Gestalt aufweisen kann. Die Wande des Top-
fes verlaufen auf einer Zylinderflache. Der nach oben
weisende Boden des Topfes bildet eine kreisschei-
benférmige Warmeilbertragungsplatte unterhalb de-
rer die Widerstandsheizung sich befindet. Es kann
sich bei der Widerstandsheizung um eine ortsfeste
Metalldrahtanordnung handeln. Der eine entspre-
chende Materialstéarke aufweisende, insbesondere
aus Wolfram oder einem anderen temperaturfesten
Metall bestehende Widerstandsdraht kann dort in ge-
eigneter Form maanderférmig verlaufen. Es ist auch
moglich, dass der Widerstandsdraht wendelférmig
angeordnet ist. Mit der lateralen Anordnung des Heiz-
drahtes unterhalb der Warmeubertragungsplatte soll
eine gleichmaflige Aufheizung der Warmeubertra-
gungsplatte gewahrleistet sein. Letztere wird tber
Warmestrahlung aufgeheizt, weshalb es auch mog-
lich ist, unterhalb des Heizdrahtes Warmestrahlungs-
reflektoren anzuordnen, um einerseits die Heizleis-
tung in Richtung der Warmeibertragungsplatte zu er-
héhen und andererseits die darunter liegenden Be-
reiche des Reaktorgehduses thermisch abzuschir-
men. Auf der Warmeubertragungsplatte liegt ein Sus-
zeptortrager. Der Suszeptortrager besitzt eine Unter-
seite, mit der er in bertihrender Anlage auf der War-
metbertragungsplatte aufliegt. Der Suszeptortrager
besitzt um sein Zentrum ringférmig angeordnete Ta-
schen, in denen kreisscheibenférmige Suszeptoren
einliegen. Die Suszeptoren kénnen dort auf Gasla-
gern schweben und durch geeignete Stellung der zur
Gaseinspeisung dienenden Disen von dem Gas in
Drehung versetzt werden. Auf den Suszeptoren lie-
gen die Substrate. Oberhalb des Suszeptortragers
befindet sich ein Gaseinlassorgan, durch welches die
Prozessgase durch duschkopfférmig angeordnete
Austrittsdisen in die Prozesskammer eintreten. Die
Prozessgase beinhalten Komponenten, die nach ei-
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ner thermischen Zerlegung der Prozessgase schicht-
bildend auf der Substratoberflache kondensieren.
Beispielsweise handelt es sich bei den Prozessga-
sen um metallorganische Verbindungen einer Kom-
ponente und Hydriden einer anderen Komponente.
Die metallorganischen Verbindungen beinhalten Me-
talle der dritten Hauptgruppe. Die Hydride beinhalten
Elemente der fiinften Hauptgruppe des Periodensys-
tems. Die Gase werden Uber ein Gasversorgungs-
system bereitgestellt und in das Gaseinlassorgan
eingebracht. Nach Durchstrémen der Prozessgase in
horizontaler Richtung werden die Reaktionsprodukte
und das die Prozessgase tragende Tragergas von ei-
nem die Prozesskammer umgebenden Gasauslass-
ring abtransportiert. Das Heizungsgehduse kann mit
dem Boden des Reaktorgehauses gasdicht verbun-
den sein. In die sich dabei bildende Kammer, in wel-
cher die Widerstandsheizung angeordnet ist, kann
ein Spllgas eingeleitet und wieder abgefiihrt werden,
um diese Kammer auf demselben Totaldruck zu hal-
ten wie die Prozesskammer. Wahrend das Heizungs-
gehause in einer bevorzugten Ausgestaltung drehan-
getrieben werden kann, um den Suszeptortrager un-
terhalb des Gaseinlassorganes zu drehen, kann die
sich innerhalb des Heizungsgehauses befindende
Heizung ortsfest bleiben. Die Zuleitungen fur die Wi-
derstandsheizungen kdénnen durch entsprechende
isolierte Durchfiihrungen dem Boden des Reaktorge-
hauses zugeordnet sein. Zur gasdichten Ankupplung
des Heizungsgehduses an das Reaktorgehause
kann das Heizungsgehause einen ringférmigen Be-
festigungsflansch aufweisen, der mit einem Drehla-
ger verbunden ist. Das Drehlager ist bevorzugt gas-
dicht gegenuber der Reaktorkammer. Dadurch ist
eine gasdichte Kapselung erreicht. In dem Heizungs-
gehduse kann sich ein Strahlungsschild befinden,
welches unterhalb der Widerstandsheizung befestigt
ist. Die Widerstandsheizung kann eine Mehrzonen-
heizung sein. Die Zonen kdnnen unterschiedliche
Abschnitte einer Heizspirale sein. Die Dichtungen,
mit denen ein Befestigungsflansch des Heizungsge-
hauses an einem Spannelement befestigt ist, kdnnen
Graphitdichtungen sein. Auf diese Weise ist sogar
eine Drehbarkeit zwischen dem Befestigungsflansch
und einem Spannelement mdglich. Ferner kann vor-
gesehen sein, dass das Heizungsgehause unter Zwi-
schenlage eines Faltenbalges mit dem Gehausebo-
den oder einer drehbar am Gehauseboden befestig-
ten Halteplatte befestigt ist. Mittelst des Faltenbalges
kann die Hohe des Substrathalters eingestellt wer-
den. Hierzu dienen spezielle, dem Faltenbalg zuge-
ordnete Einstellschrauben.

[0007] Ausflhrungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand beigefligter Zeichnungen erlau-
tert. Es zeigen:

[0008] Fig.1 einen Querschnitt eines Reaktorge-
hauses mit darin angeordneter Prozesskammer, de-
ren Boden von unten mit einer Widerstandsheizung
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beheizt wird und

[0009] Fig. 2 die Darstellung eines Heizungsgehau-
ses eines zweiten Ausflihrungsbeispiels.

[0010] Das Reaktorgehduse 1 besteht aus einem
Metall, beispielsweise Edelstahl oder Aluminium und
ist nach auBen hin gasdicht. Durch die Decke des
Reaktorgehduses 1 wird Uber eine Prozessgaszulei-
tung 19 ein Prozessgas in ein Gaseinlassorgan 3 ein-
geleitet. Das Gaseinlassorgan 3 befindet sich unter-
halb der Reaktorgehdausedecke und besitzt eine zen-
trale Kammer, in welche das Prozessgas durch die
Prozessgaszuleitung 19 stromt. Durch Austrittsoff-
nungen 26, die sich in gleichmaRiger Flachenvertei-
lung an der Unterseite des Gaseinlassorganes 3 be-
finden, kann das Prozessgas in die unterhalb des Ga-
seinlassorganes 3 angeordnete, sich in Horizontal-
richtung erstreckende Prozesskammer 2 einstrémen.
Die durch die Austritts6ffnungen 26 in vertikaler Rich-
tung austretenden Gasstrahlen werden im Bereich
der Stromungsgrenzschicht oberhalb eines den Bo-
den der Prozesskammer bildenden Suszeptortragers
5 in Horizontalrichtung umgeleitet.

[0011] Der Suszeptortrager 5 besitzt eine kreis-
scheibenférmige Gestalt und ein Zentrum. Das Pro-
zessgas Uberstromt den Suszeptortrager 5 in Radial-
richtung und Uberstromt dabei Substrate 6, die in
ringférmiger Anordnung um das Zentrum auf dem
Suszeptortrager 5 aufliegen.

[0012] Die Substrate 6 liegen nicht unmittelbar auf
dem Suszeptortrager 5, sondern auf ihnen zugeord-
neten Suszeptoren 4, die in Taschen des Suszeptor-
tragers 5 liegen. Diese Taschen sind ringférmig um
das Zentrum des Suszeptortragers 5 angeordnet und
besitzen in der Zeichnung nicht dargestellte Gaszu-
leitungen, um die Suszeptoren 4 auf einem Gaslager
zu lagern und dabei drehanzutreiben.

[0013] Der Suszeptortrager 5 besitzt eine ebene
Unterseite, mit der der Suszeptortrager 5 auf einer
ebenen Oberseite einer Warmeubertragungsplatte
23 aufliegt. Der Suszeptortrager 5 ist aus Graphit ge-
fertigt und kann mit SiC bzw. PBN beschichtet sein.
Die Beschichtung kann auch mehrschichtig aus ver-
schiedenen Materialien sein.

[0014] In gleicher Weise kénnen die Suszeptoren 4
gefertigt sein.

[0015] Die Prozesskammer 2 wird von einem ring-
formigen Gasauslassring 20 umgeben. Der Gasaus-
lassring 20 besitzt eine Héhlung, in welche Offnun-
gen 21 minden, durch die ein Tragergas bzw. die Re-
aktionsprodukte in die Hohlung des Gasauslassrin-
ges 21 eintreten kénnen. Der Gasauslassring 20 ist
an eine nicht dargestellte Vakuumpumpe ange-
schlossen, die das Gas entsorgt.
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[0016] Die Warmetbertragungsplatte 23 wird von
dem Boden eines Topfes gebildet, der ein Heizungs-
gehause 8 ausbildet. Die Offnung des topfférmigen
Heizungsgehauses 8 weist nach unten, also zum Re-
aktorgehauseboden 18 hin.

[0017] Innerhalb des Heizungsgehauses 8 befindet
sich eine Widerstandsheizung 7. Die Widerstands-
heizung 7 besteht aus einem hochtemperaturfesten
Metalldraht, beispielsweise Wolfram. Die Material-
starke des Heizdrahtes besitzt eine derartige GroRe,
dass die Widerstandsheizung selbsttragend ist. Es
kann aber auch vorgesehen sein, dass die Wider-
standsheizung eine Wendel ausbildet oder anderwei-
tig auf einem Tragkorper aufliegt. Bevorzugt ist die
Widerstandsheizung 7 ortsfest dem Reaktorgehause
1 zugeordnet. Sie kann aber auch ortsfest dem Hei-
zungsgehause 8 zugeordnet sein.

[0018] Das Heizungsgehduse 8 kann aus Metall
oder Graphit bestehen. Besteht das Heizungsgehau-
se 8 aus Graphit, so ist es bevorzugt beschichtet. Als
Beschichtungsmaterial kann auch wieder PBN ver-
wendet sein. Um den Suszeptortrager 5 auf der
Oberseite des Heizungsgehauses 8 zu fixieren, kann
der Suszeptortrager 5 den oberen Rand des Hei-
zungsgehauses 8 Uberfangen.

[0019] Der untere Rand des Heizungsgehauses 8
bildet einen Befestigungsflansch 9 aus. Dieser liegt
unter Zwischenlage eines Dichtringes 10 auf einem
Tragring 11 auf. Mittels eines Spannelementes 12 ist
der Befestigungsflansch 9 gasdicht mit dem Tragring
11 verbunden. Das Spannelement 12 kann von
Spannpratzen oder einem Spannring gebildet sein.

[0020] Der Tragring 11 kann Teil eines Drehlagers
sein, welches den Heizungskorper 8 um seine Achse
22 drehbar innerhalb des Reaktorgehauses 1 lagert.
Mit nicht dargestellten Antriebsmitteln kann das Hei-
zungsgehause 8 drehangetrieben werden, um den
Suszeptortrager 5 in eine Drehung um die Symmet-
rieachse der Prozesskammer 2 zu versetzen.

[0021] Das Drehlager kann einen Lagerring 13 auf-
weisen, der fest mit dem Boden 18 des Reaktorge-
hauses verbunden ist. Der Tragring 11 kann dabei auf
Kugeln 15 oder anderen Gleitmitteln auf dem Boden
18 des Reaktorgehauses gleiten. Mit der Bezugszif-
fer 14 ist eine Gasdichtung angedeutet, mit der si-
chergestelltist, dass der Innenraum des Heizungsge-
hauses 8 im wesentlichen gasdicht gegeniber dem
Innenraum des Reaktorgehauses 1 ist. Die Gasdich-
tung besitzt eine ausreichende Dichtigkeit, so dass
vom Widerstandsdraht 7 abdampfendes Metall nicht
in die Prozesskammer gelangt bzw. dass das Pro-
zessgas aus der Prozesskammer 2 nicht bis zur Wi-
derstandsheizung 7 gelangt.

[0022] Ist die Widerstandsheizung 7 ortsfest dem
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Reaktorgehause 1 zugeordnet, so kann die Zuleitung
24 durch Offnungen 25 nach auRen gefiihrt werden.
Diese isolierten Durchfiihrungen 25 befinden sich
beispielsweise im Boden 18 des Reaktorgehauses 1.

[0023] Um den Innenraum des Heizungsgehauses
8 mit einem Spllgas zu splilen, ist eine Gaszuleitung
16 im Bereich des Reaktorgehdusebodens 18 und
eine ebenfalls dem Reaktorgehduseboden 18 zuge-
ordnete Gasableitung 17 vorgesehen. Mittels geeig-
neter Gasdosiereinrichtungen wird das Spiilgas der-
artig in das Heizungsgehause 8 eingeleitet bzw. aus-
geleitet, dass innerhalb des Heizungsgehduses 8 im
wesentlichen derselbe Totaldruck herrscht, wie im
Reaktorgehause 1. Optional sind nicht dargestellte
KahiImittel, die sich innerhalb des Gehauses 8 befin-
den. Diese erweisen sich insbesondere als vorteil-
haft, um das Drehlager zu kihlen. Optional sind
ebenfalls Reflektoren, die sich innerhalb des Hei-
zungsgehauses 8 befinden kénnen, um die nach un-
ten abgestrahlte Warme der Widerstandsheizung 7
gegen die Unterseite der Warmeubertragungsplatte
23 zu reflektieren, so dass diese optimal durch War-
mestrahlung von der Widerstandsheizung 7 aufge-
heizt wird.

[0024] Mit der zuvor beschriebenen Anordnung ist
es moglich, die Substrate 5 auf Prozesstemperaturen
zu heizen, die oberhalb von 1000°C liegen. Es sind
Temperaturen von 1400°C und darlber erreichbar.
Die zuvor beschriebenen konstruktiven MaRnahmen
fihren zu einer pneumatischen Entkopplung von Pro-
zesskammer 2 und Umgebung der Widerstandshei-
zung 7, so dass keine Prozessgase mit der bis zur
Weilglut autheizbaren Widerstandsheizung 7 gelan-
gen kénnen und andererseits kein von der Wider-
standsheizung 7 abdampfendes Metall in die Pro-
zesskammer gelangen kann. Zudem besteht der Vor-
teil, die Gastrennung zwischen Prozesskammer und
Widerstandsheizungsumgebung auszunutzen, um
durch die Gaszuleitung 16 ein entsprechendes Inert-
gas in das Heizungsgehause 8 einzuleiten. Denkbar
ist es auch, anderweitige, fur die Widerstandshei-
zung 7 lebensverlangernde Gasphasenprozesse in
dem Heizungsgehause 8 durch Einleitung entspre-
chender Gase in Gang zu bringen.

[0025] Die Dichtung, mit denen insbesondere der
Befestigungsflansch 9 gegenuber dem Spannele-
ment 12 abgedichtet ist, kann auch eine Graphitdich-
tung sein. Selbiges gilt fir die mit der Bezugsziffer 14
bezeichnete Dichtung. Auch diese kann eine Graphit-
dichtung sein.

[0026] Bei dem in der Fig. 2 dargestellten zweiten
Ausflihrungsbeispiel besitzt das Heizungsgehause 8
ebenfalls eine topfférmige Gestalt. Der Topf kann ein-
stuckig gefertigt sein und bildet mit der AuRenwan-
dung des Topfbodens, der eine Warmedibertragungs-
platte 23 bildet, eine Auflageflache fur einen Subst-
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rathalter 5, auf der ein oder mehrere Substrate auflie-
gen koénnen. Der in diesem Ausfluhrungsbeispiel
dinnwandige Substrathalter 5 wird von einem Halte-
ring 30 gehalten. Der Haltering 30 besitzt einen L-for-
migen Querschnitt und liegt mit dem kurzen L-Schen-
kel auf einer ringférmigen Stitzstufe 31, die den Bo-
den des topfformigen Gehauses 8 derartig umgibt,
dass ein Abschnitt des Halteringes 30 Uber die Ober-
flache der Warmeilbertragungsplatte 23 hinausragt
und so eine Haltemulde ausbildet, in der der Subst-
rathalter 5 einliegt. Dadurch ist der Substrathalter 5
lagegefesselt. Der Haltering 30 kann aus demselben
Material, aus dem der Substrathalter 5 besteht, be-
stehen, also insbesondere aus Graphit oder Molyb-
den. Vorzugsweise ist der Korper mit PBN beschich-
tet.

[0027] Der Befestigungsflansch 9 des Heizungsge-
hauses 8 ruht auf einer Stutzflache, die von einem
Faltenbalg 28 gebildet wird. Uber eine Graphitdich-
tung, die ein Gleitdrehlager bildet, ist der Befesti-
gungsflansch 9 an dem Faltenbalg angekoppelt.
Auch hier kann ein L-férmiger Spannring 12 zur Hal-
terung vorgesehen sein. Der Faltenbalg kann ebenso
wie das Gehause 8 aus Edelstahl bestehen. Zufolge
des Faltenbalges 28 kann die Hohe des Substrathal-
ters 5 eingestellt werden. Zur Héheneinstellung sind
Einstellschrauben 29 vorgesehen.

[0028] Der Faltenbalg 28 kann unmittelbar am Re-
aktorgehauseboden 18 befestigt sein. Er kann aber
auch auf einem Drehlager sitzen.

[0029] Das unterhalb der Heizspirale 7 angeordnete
Strahlungsschild 27 kann aus einem hitzefesten Me-
tall bestehen. Zur Erhéhung der Reflektionseigen-
schaften kann es sich um polierten Edelstahl han-
deln.

[0030] Alle offenbarten Merkmale sind (fur sich) er-
findungswesentlich. In die Offenbarung der Anmel-
dung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der
zugehdrigen/beigefiigten Prioritatsunterlagen (Ab-
schrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit einbezo-
gen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterla-
gen in Anspruche vorliegender Anmeldung mit aufzu-
nehmen.

Patentanspriiche

1. CVD-Reaktor mit einem Gehause (1) und einer
in dem Gehause (1) angeordneten Prozesskammer
(2), in welche mittels eines Gaseinlassorganes (3) ein
oder mehrere Prozessgase eingeleitet werden, um
auf einem oder mehreren auf von einem geheizten
Suszeptor (4, 5) getragenen Substraten (6) mindes-
tens eine Schicht abzuscheiden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die den Suszeptor (4, 5) heizende
elektrische Widerstandsheizung (7) gegenuber dem
Prozessgas in der Prozesskammer gekapselt ist.
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2. CVD-Reaktor nach Anspruch 1 oder insbeson-
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die
elektrische Widerstandsheizung (7) mittels eines Hei-
zungsgehauses (8) gekapselt ist, in welchem sich die
elektrische Widerstandsheizung befindet.

3. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizungs-
gehause (8) gasdicht gegeniber der Prozesskam-
mer (2) bzw. dem Gehduseinneren des Gehauses (1)
gekapselt ist.

4. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizungs-
gehause (8) von topfformiger Gestalt ist, wobei die
Topfoffnung nach unten weist und die Auflenwan-
dung des Topfbodens (23) eine Warmelibertragungs-
platte ausbildet, auf welcher der Suszeptor (4) in ther-
misch leitender Weise aufliegt.

5. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehre-
re Suszeptoren (4) von einem Suszeptorhalter (5) ge-
tragen werden, wobei der Suszeptorhalter (5) auf der
Warmelubertragungsplatte (23) aufliegt.

6. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass der Suszeptor-
halter aus Graphit und insbesondere aus beschichte-
tem Graphit besteht, wobei die Beschichtung insbe-
sondere SiC oder PBN ist.

7. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizungs-
gehause (8) aus Graphit oder Molybdan oder einem
anderen thermisch leitenden oder warmestrahlungs-
durchlassigen Material besteht.

8. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass das aus Graphit
gefertigte Heizungsgehause (8) aus Graphit besteht
und mit PBN und/oder SiC beschichtet ist.

9. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, gekennzeichnet durch einen den unteren Rand
des topfférmigen Heizungsgehauses (8) ausbilden-
den Befestigungsflansch (9), der gasdicht mit dem
Reaktorgehause (1) gekoppelt ist.

10. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizungs-
gehause (8) auf einem Drehlager (11, 13, 14) aufliegt
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und von einem Drehantrieb drehantreibbar ist.

11. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, gekennzeichnet durch eine in die Offnung des
Heizungsgehauses (8) miindende Gassplleinrich-
tung (16, 17).

12. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen
Zuleitungen (24, 25) der Widerstandsheizung (7)
durch den Boden (18) des Reaktorgehauses (1) ge-
fuhrt sind.

13. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, gekennzeichnet durch einen die Prozesskam-
mer (2) umgebenden Gasauslassring (20) zur Ablei-
tung des Prozessgases.

14. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, gekennzeichnet durch eine Gasversorgung zur
Versorgung des Gaseinlassorganes (3) durch eine
Prozessgaszuleitung (19) mit Prozessgas und zur
Versorgung des Heizungsgehauses (8) mit einem
Spllgas, wobei Mittel vorgesehen sind, um den
Druck innerhalb des Heizungsgehauses (8) dem
Totaldruck innerhalb der Prozesskammer (2) anzu-
passen.

15. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, gekennzeichnet durch eine innerhalb des Hei-
zungsgehauses (8) angeordnete Warmestrahlungs-
schutzplatte (27).

16. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizungs-
gehause (8) mittelst eines Faltenbalgs (28) am Reak-
torgehauseboden (18) insbesondere drehbar befes-
tigt ist.

17. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass der Subst-
rathalter (5) mittelst eines Halteringes (30) an der
Warmedbertragungsplatte (23) befestigt ist.

18. CVD-Reaktor nach einem oder mehreren der
vorangehenden Anspriche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltering
(30) auf einer Ringstufe (31) des Heizungsgehauses
(8) aufliegt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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